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特長 
• VHF高周波増幅用 
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絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 
ドレイン・ソース電圧 VDSX*1 20 V 
ゲート・ソース電圧 VGSS ±5 V 
ドレイン電流 ID 30 mA 
ゲート電流 IG ±1 mA 
許容チャネル損失 Pch 150 mW 
チャネル温度 Tch 150 °C 
保存温度 Tstg –55 ～ +150 °C 
【注】 1. VGS = –4 V 
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電気的特性 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 
ドレイン・ソース破壊電圧 V(BR)DSX 20 — — V ID = 100  µ A, VGS = –4 V 
ゲート遮断電流 IGSS — — ±20 nA VGS = ±5 V, VDS = 0 
ドレイン電流 IDSS *1 6 — 12 mA VDS = 10 V, VGS = 0 
ゲート・ソース遮断電圧 VGS(off) 0 — –2.0 V VDS = 10 V, ID = 10 µA 
順伝達アドミタンス |yfs| 8 14 — mS VDS = 10 V, VGS = 0, f = 1 kHz 
入力容量 Ciss — 2.5 — pF 
出力容量 Coss — 1.6 — pF 
帰還容量 Crss — 0.03 — pF 

VDS = 10 V, VGS = 0, 
f = 1 MHz 

電力利得 PG — 30 — dB 
雑音指数 NF — 2.0 — dB 

VDS = 10 V, VGS = 0, 
f = 100 MHz 

【注】 1. 2SK360は IDSSの値により下記の様に区分し，現品にそれぞれ表示してあります。 
 

Grade E F 
Mark IGE IGF 
IDSS 6 ～ 10 8 ～ 12 
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主特性 
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外形寸法図 
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RENESAS CodeJEITA Package Code Package Name

 
 

発注型名 
発注型名 梱包数量 梱包形態 

2SK360IGETL-E 3000個 φ178 mm リール, 8 mm エンボステーピング 
2SK360IGFTL-E 3000個 φ178 mm リール, 8 mm エンボステーピング 
【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 

ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 
 

 



100-0004 2-6-2 ( )

212-0058 890-12 ( )

190-0023 2-2-23 ( 2F)

980-0013 1-1-20 ( 13F)

970-8026 4-9 ( )

312-0034 832-2 ( 1F)

950-0087 1-4-2 ( 3F)

390-0815 1-2-11 ( 7F)

460-0008 -2-29 ( )

541-0044 4-1-1 ( )

920-0031 3-1-1 ( 8F)

730-0036 5-25 ( 8F)

680-0822 2-251 ( ) 

812-0011 2-17-1 ( 5F)

(03) 5201-5350

(044) 549-1662

(042) 524-8701

(022) 221-1351

(0246) 22-3222

(029) 271-9411

(025) 241-4361

(0263) 33-6622

(052) 249-3330

(06) 6233-9500

(076) 233-5980

(082) 244-2570

(0857) 21-1915

(092) 481-7695       

E-Mail: csc@renesas.com

http://www.renesas.com
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